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Inventia se refera la tehnica semiconductorilor, in special la dispozitive semiconductoare cu capacitate variabila.
Dispozitivul semiconductor de tip varactor in baza diodei Schottky include un substrat semiconductor ce contine
o regiune structuratd si contacte ohmice. Noutatea dispozitivului consta in aceea ca regiunea structuratd este
executata poroasa, cu porii orientati perpendicular suprafetei, totodatd raportul addncimii regiunii poroase catre
distanta dintre pori este mai mare de zece.

Procedeul de confectionare a dispozitivului semiconductor de tip varactor include decaparea substratului
semiconductor si depunerea contactului metalic de tip Schottky si a contactelor ohmice. Noutatea procedeului
constd in aceea ca decaparea substratului se efectueazd prin metoda electrochimicd, iar depunerea contactului
metalic de tip Schottky se efectueaza prin aplicarea impulsurilor de tensiune in solutie de electrolit.
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